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Objetivos de la clase

e Dominar las ecuaciones del transistor
e Aprender a analizar la recta de carga de un BJT

e Entender el concepto de saturacion en el BJT
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Historia

e Inventado por los fisicos Bell William Shockley, Walter Houser Brattain y John
Bardeen (también ing. eléctrico) a finales de los 40

e Recibieron el premio nobel de fisica en 1956

El fisico Julius Edgar Lilienfeld ya habia patentado el transistor de efecto de campo
en 1925

Transistor es una combinacion de "transferencia" y "resistor"



Concepto

e Interruptor de corriente

o Amplificador de corriente

Y -

Emisor Base Colector

== oE
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Modelo equivalente

e Si I, = 0, el transistor esta abierto
e Al aumentar I;, fluye la corriente I. entre el colector y el emisor

e Existe un valor maximo de esta corriente, donde el transistor esta cerrado aunque se
aumente la corriente en la base, ese valor es la corriente de saturacion: I._,

Corriente de base

Emisor | ; :’\ X A

Colector
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Corrientes en el BJT
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Ecuaciones importantes

B 0 hrg corresponde a la ganancia del BJT, y relaciona la I. con la I, 8 es adimensional
y se encuentra entre 0 y 999

Las relaciones mas importantes en un BJT son:

Ver = 0,7 [V]
Ip=(6+1)Ig =1¢
Ioc = pBIp
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Curva caracteristica del BJT

Ic

v
Region activa

Region de
saturacion




BJT NPN
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Polarizacion del BJT

La operacion de las regiones de corte, saturacion y lineal, para un transistor BJT, se da como
sigue:

1. Region lineallactiva:
o Union base-emisor polarizada en directa
o Unidn base-colector polarizada en inversa

2. Region de corte: (BJT como un abierto)
o Unidn base-emisor polarizada en inversa

o Unidn base-colector polarizada en inversa

3. Region de saturacion: (BJT en cortocircuito)
o Unidn base-emisor polarizada en directa

o Unidn base-colector polarizada en directa
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Polarizacion: Region activa

Se debe cumplir que:
1. La union Base-Emisor debe polarizarse en directa, con el
voltaje de polarizacion entre 0,6 Vy 0, 7V

2. La union Base-Colector debe polarizarse en inversa (mas
positivo en la region N)




Polarizacion Fija o Emisor Comun

e Es la configuracion de polarizacion de CD mas simple.

e Se aplica igual para el transistor PNP, cambiando todas las direcciones de la corriente y
polaridades del voltaje.

e Para el andlisis en CD, se aisla la red de los niveles de CA cambiando los capacitores por un
abierto

senal de
enfrada o
deca C

Circiiito de polarizacion fija. Circuito de CD equivalente
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Polarizacion Fija




Polarizacion Fija

Ic = plp

La magnitud de Ic no es funcién de Rc
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Saturacion del BJT

_
Icsat RCCC
| Qm
Rep =00

(VCE =0V, Ic= ICsat)




Saturacion del BJT

Vee = Vee —IcRce




Punto de operacion

e Polarizacion: Se refiere a la aplicacion de voltajes en DC para fijar una corriente y un
voltaje en el BJT

e Una vez polarizado, se tiene un punto de operacion

e Se pueden tener distintos puntos de operacion para un mismo circuito
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Punto de operacion

A I (mA)
80 PA
T0 A
I':xn.;l.: 25 '
60 pA
20 S0 pA
40
~ Pcmh hA
15
30 pA
Saturacion., B
10
D 20 pA
e T
5 - 10 pA
Ipg=0pA
A I I z [ | "
0 5 w 15 20 Vee (V)
VC.E“, Corte
vCEm;,‘

18 /24



Analisis de la recta de carga




Analisis de la recta de carga

T Vee

La resistencia R estabiliza el circuito
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Analisis de la recta de carga: Ejemplo

1. Definir parametros para la recta de carga

2. Con una corriente base de 15 p A, obtenga los valores de Ic,, Ver,
3. Determine la beta de CD en el punto Q

4. Usando el beta obtenido, calcule Rg, y sugiera un valor estandar

- j AT-(mA)




Ejercicios

Pruebe que para que el transistor sature, se debe cumplir que:
L@nt'_ 077’

Rp = B V Rc
Rc
7\
RB )_/\/\ n
VENT — V
hay —— B
|
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Ejercicios

¢, Qué potencia consume la resistencia de 100 2?

100Q
- /J_a/\/\/\
— VN =100 _+
. x +V —




Ejercicios

Dimensione Rp de tal forma que el transistor sature
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